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１．概要（Summary） 

高密度ラジカル源(High-Density Radical Source;  

HDRS)の基礎特性に基づく要素技術の研究開発を介し

て微細加工用の化合物半導体形成の高機能化の他、当

該半導体の微細加工・構造形成の制御に適した高密度ラ

ジカル源の性能について評価する。上記高密度ラジカル

源に対する基礎特性として、真空紫外吸収分光計による

原子状ラジカル密度及び SEM/XRDによる結晶成長層

構造解析等の各特性を調査し、機能性・信頼性の向上に

関わる高密度ラジカル源の構造・設計・制御等の各種指

針について検討する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

真空紫外吸収分光計（原子状ラジカルモニター） 

【実験方法】 

RIBER社製 C21-MBE装置において、HDRSにより

生成された高密度N ラジカルの照射下における GaN及

び InGaNの各結晶成長に対する諸特性を調査した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

HDRSからの高密度Nラジカルが照射されたGaN及

び InGaNの各結晶成長に関する構造解析の結果、市販

のラジカル源に対する結晶成長プロセスの高速化・多様

化に関する定量評価のための指針が得られた。これによ

り、HDRSによる化合物半導体製造プロセス制御に対す

る高機能性が検証された。 
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